電子學1題庫  第二章

 1.(   ) 下列何者為三價半導體元素？(A)矽(B)磷(C)鎵(D)砷  。

 2.(   ) 形成N型半導體要在本質半導體中加入微量的？(A)二價(B)三價(C)四價(D)五價  元素。

 3.(   ) 有關外質(Extrinsic)半導體之敘述，下列何者錯誤？  (A)將三價雜質元素摻入純半導體中，以形成P型半導體(B)將五價雜質元素摻入純半導體中，以形成N型半導體(C)N型半導體之多數載子為自由電子(D)P型半導體之少數載子為電洞  。

 4.(   ) 在砷化鎵(GaAs)晶體中，欲使電子由共價鍵釋放出來，至少需要約多少能量？  (A)0.45eV(B)0.66eV(C)1.12eV(D)1.42eV  。

 5.(   ) 溫度每升高1°C時二極體的順向電壓約降低？ (A)5mV(B)15mV(C)17.5mV(D)2.5mV  。

 6.(   ) 一般的矽質PN二極體導通時兩端的電位差約為？  (A)0.2伏特(B)0.6伏特(C)1.2伏特(D)1.4伏特  。

 7.(   ) 有一矽二極體，在25°C時的逆向飽和電流為2nA，當溫度升高至65°C時，逆向飽和電流將為？(A)8nA(B)16nA(C)32nA(D)64nA  。

 8.(   ) 二極體之逆向飽和電流通常會隨溫度之上升而？ (A)變大(B)變小(C)無變化(D)不一定  。

 9.(   ) 稽納二極體在電路上，一般作用是？(A)放大器(B)整流器(C)穩壓器(D)濾波器  。

10.(   ) 如圖(11)所示電路，試判斷二極體
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11.(   ) 如圖(12) 所示電路，若Vi之峰值大於Vz(稽納二極體崩潰電壓)，則Vo之波形為？
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12.(   ) 如圖所示，假設二極體導通電壓為0.7V，求P點所容許之電壓範圍？[image: image9.png]+5V
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(A)+5V~－5V(B)+5V~0V(C)+5.7V~－0.7V(D)+5.7V~+0.7V  。

13.(   ) 鍺元素為多少價的元素？(A)4(B)3(C)2(D)1  。

14.(   ) 下列敘述何者不正確？ (A)矽(Si)及鍺(Ge)皆是本質半導體(Intrinsic Semiconductor)(B)將磷(P)或砷(As)加入一本質半導體可以將此半導體變為P型外質半導體(Extrinsic Semiconductor)(C)在P型半導體中之多數載子(Majority Carrier)為電洞(D)在摻有銻(Sb)的半導體中，Sb扮演的角色是施體(Donor)  。

15.(   ) N型半導體，要在本質半導體中加入少量？ (A)二價(B)三價(C)四價(D)五價  元素 。

16.(   ) 下列何種元素摻入純半導體材料中可將純質半導體的電特性轉變為P型半導體？(A)磷(B)砷(C)銻(D)硼  。

17.(   ) 在P型半導體中，其多數載子(Majority Carrier)為？(A)電子(B)電洞(C)原子(D)分子  。

18.(   ) 在N型半導體中，其多數載子(Majority Carrier)為？(A)電子(B)電洞(C)原子(D)分子  。

19.(   ) 電子伏特(eV：electron volt)是下列那一種表示的使用單位？ (A)電壓(B)電流(C)能量(D)電量  。

20.(   ) 在矽(Si)晶體中，欲使電子由共價鍵釋放出來，至少需要約多少能量？(A)0.45eV(B)0.75eV(C)1.1eV(D)1.8eV  。

21.(   ) 下列敘述何者正確？ (A)在本質(Intrinsic)半導體中加入微量的五價元素則形成P型半導體(B)N型半導體的多數載子為電洞(C)P型半導體的少數載子為自由電子(D)本質半導體中所加入之三價元素稱為施體(Donor)  。

22.(   ) 下列那一個元素非為半導體材料？(A)矽(B)鍺(C)砷化鎵(D)鋰  。

23.(   ) 一般正常的二極體，其導通特性為？(A)單向導通(B)雙向導通(C)短路(D)斷路  。

24.(   ) 下列敘述何者不正確？(A)Si及Ge的原子序皆為14(B)Si的障壁電壓約為0.7V(C)Ge的障壁電壓約為0.3V(D)Si及Ge皆是4價元素  。

25.(   ) 一般PN二極體兩端的順向偏壓，隨溫度的變化量約為？ (A)－2.5mV/°C(B)－25mV/°C(C)＋2.5mV/°C(D)＋25mV/°C  。

26.(   ) 二極體由P型材料與N型材料接合而成，當二極體被反偏時的電流稱為逆向飽和電流，逆向飽和電流的大小主要與下列何者有關？(A)二極體所在環境的溫度(B)反向偏壓的大小(C)加反向偏壓的時間(D)與反向偏壓的大小、加反向偏壓的時間同時有關  。

27.(   ) 二極體不能做到哪項工作？(A)整流(B)開關(C)放大(D)截波  。

28.(   ) 一般矽質二極體導通時，兩端的電位差為？ (A)1.2V(B)0.9V(C)0.6V(D)0.2V  。

29.(   ) 有一矽二極體，在溫度25蚓時的逆向飽和電流為3nA，試求出溫度升高至65蚓時，逆向飽和電流為多少？ (A)6nA(B)18nA(C)30nA(D)48nA  。

30.(   ) 下列有關矽與鍺二極體之比較何者正確？(A)矽二極體的逆向峰值電壓遠高於鍺二極體(B)矽二極體的可工作溫度遠低於鍺二極體(C)矽二極體的臨界電壓低於鍺二極體(D)矽二極體的反向飽和電流高鍺二極體  。

31.(   ) 熱當電壓VT在室溫下約為？ (A)1mV(B)2.5mV(C)10mV(D)25mV   。

32.(   ) 已知在室溫下時，二極體導通電流ID =1mA，電壓VD=0.6V，則其靜態電阻RD為？(A)2.5Ω(B)25Ω(C)60Ω(D)600Ω  。

33.(   ) 已知在室溫下時，二極體導通電流ID =1mA，電壓VD=0.6V，二極體的動態電阻rd為？(A)2.5Ω(B)25Ω(C)60Ω(D)600Ω  。

34.(   ) 二極體的空乏電容隨著逆偏電壓的增加而？(A)增加(B)減少(C)無影響(D)不一定  。

35.(   ) 理想的砷化鎵二極體其切入電壓為？  (A)0V(B)0.2V(C)0.6V(D)1.1V  。

36.(   ) 二極體的順向導通電流方程式為？ (A)Id=IS(
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37.(   ) 鍺二極體的導通電壓約為？(A)1V(B) 0.7V(C)0.3V(D)10mV  。

38.(   ) 如圖(1)所示，設二極體為理想二極體，Vi(t)＝10sint，若
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(A)(5V，0V)(B)(5V，5V)(C)(10V，0V)(D)(5V，－10V)  。

39.(   ) 如圖(2)所示電路，使用二個理想二極體，求
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40.(   ) 如圖(3)之電路，若Vi=+5V，求Vo為？
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41.(   ) 如圖所示，有一個PN接面的二極體，請問在N型半導體接面附近的總電荷極性為？ 
[image: image24.wmf]圖(4)

P

N

(A)正的(B)負的(C)中性的(D)不能決定  。

42.(   ) 如圖所示，設
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43.(   ) 稽納(Zener)二極體，一般最常用於何種電路？ (A)放大電路(B)振盪電路(C)濾波電路(D)穩壓電路  。

44.(   ) 稽納二極體(Zener Diode)使用於穩壓時，是操作在？ (A)正向導通(B)逆向崩潰(C)整流(D)濾波  。

45.(   ) 稽納二極體順向導通電壓為？  (A)0.6V(B)3V(C)6V(D)10V  。

46.(   ) 如圖(6)所示，Vi＝20V，稽納二極體的
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47.(   ) 如圖(7)，稽納(Zener)二極體之崩潰電壓
[image: image34.wmf]Z

V

＝8V，此稽納二極體之消耗功率大小為？
[image: image35.wmf]1k

W

20V

圖(7)

2k

W

(A)16mW(B)64mW(C)24mW(D)(0W  。

48.(   ) 如圖(7)，稽納(Zener)二極體之崩潰電壓
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49.(   ) 如圖(8)所示，若Zener二極體崩潰電壓為10V，且12VVi15V，500
[image: image38.wmf]L

R

1000，則Zener二極體所消耗之最大功率為？
[image: image39.wmf]100

W

V

z

=10V

圖(8)

R

L

V

i

(A)0.5W(B)0.4W(C)0.3W(D)0.2W  。

50.(   ) 如圖(9)所示，為一二極體相關電路，假設一般二極體及稽納二極體順向偏壓為
0.7V，請問電流I為何？
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51.(   ) 發光二極體(LED)的發光原理關係到？ (A)波以忍(Poisson)方程式(B)霍爾效應(C)波爾(Bohr)定理(D)楞次(Lenz)定理  。

52.(   ) 具有穩壓作用的二極體稱為？(A)變容二極體(Varactor Diode)(B)隧道二極體(Tunnel Diode)(C)稽納二極體(Zener Diode)(D)發光二極體(LED)  。

53.(   ) LED所發出的光為？ (A)單色光(B)多色光(C)紫外線(D)X光  。

54.(   ) Laser Diode所發出的光為？ (A)單色光(B)多色光(C)紫外線(D)X光  。

55.(   ) 下列那種二極體的主要功用，其正常動作方式不是在逆向偏壓(reverse bias)的情況下？(A)光電二極體(photo diode)(B)稽納二極體(Zener diode)(C)變容二極體(varactor diode)(D)發光二極體(LED)  。

56.(   ) 下列那一元件為受光控元件？(A)LED(B)隧道二極體(C)光二極體(D)蕭特基二極體  。

57.(   ) 具有負電阻特性的元件為？(A)發光二極體(LED)(B)稽納二極體(Zener)(C)變容二極體(Varactor)(D)透納二極體(Tunnel)  。

58.(   ) 通常使一LED發亮至少應流過多少電流？(A)10 ~ 15mA(B)500 ~ 600mA(C)100 ~ 200mA(D)10 ~ 15mA  。

59.(   ) 下列何種二極體適合高速開關電路？(A)曾納二極體(B)蕭特基二極體(C)變容二極體(D)四層二極體  。

60.(   ) 此圖為何種元件？[image: image41.png]


(A)石英晶體(B)發光二極體(C)稽納二極體(D)變容二極體  。
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